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Beschr ibung 



Die vorliegend Erf indung betrifft ein Tragerelement mit wenigstens einem integriertefn Schaltkreis bzw 
Halbleiter-Chip. insbesondere fur d n Einbau in sogenannte Chip-Karten. 

Chip-Karten find n immer breitere Verwendung als Identif kations-. Kredit- oder Buchungskarten und der- 
gleichen. Um die Herst Hung dieser Karten rationell und kostengunstig zu gestalten. wird als Tragerelement 
vorzugsweise ein Halbfabrikat verwendet. bei dem auf einer mit Leiterbahnen versehenen f lexiblen Tragerfolie 
em oder mehrere integrierte Schaltkreise in Form von HalWeiter-Kristallen montiert sind. Die Kontaktierung 
der integnerten Schaltkreise bzw. Halbleiter-Chips mit entsprechenden AnschluBpunkten auf der f lexiblen Tri- 
gerfolie geschieht Gblicherweise entweder mittels Bond-Verfahren (z.B. DE-OS 32 35 650) oder mittels 
Direktkontaktierungs- Verfahren (z.B. DE-AS 29 20 012). Bei der Kartenherstellung werden diese Tragerele- 
mente in passend geformte Ausparungen des Kartenmaterials eingesetzt Beim Verpressen von 
Chipkartenlaminaten und Tragerelementen treten je nach verwendetem Verfahren Drucke bis zu 160 bar auf 
Dabei werden die empf indlichen integnerten Schaltkreise bzw. Halbleiter-Chips haufig beschadigt Auch die 
beim Gebrauch von Chip-Karten auf tretenden Verbiegungen und daraus resultierende Biegekrafte konnen zu 
einer Beschadigung der Halbleiter-Chips fuhren. Um derartige Beschidigungen zu vermeiden bzw zu redu- 
zieren. <st es beispielsweise aus der DE-OS 36 39 630 bekannt. den bereits mit dem Tragerelement verbun- 
denen HalNe.ter-Chip durch eine Schutzfolie aus einem Material mit hohem elastischen Deformierungsver- 
mogen abzudecken. 

Durch die Verbiegungen beim Kartengebrauch kommt es auch immer wieder vor. daB an der Nahtstelle 
zwischen Halbleiter-Chip und Kartenmaterial Risse auf treten und unter extremen Bedingungen der gesamte 
Halbleiter-Kristall aus der Karte herausbricht Um dies zu vermeiden ist es beispielsweise aus der EP-A 0 211 
360 bekannt zwischen Halbleiter-Chip und Kartenmaterial eine dunne verstarkende Schicht beispielsweise 
aus einem dunnen Netzgeflecht vorzusehen. 

Wenn die HalWeiter-Kristalle bzw. Halbleiter-Chips durch Bonden mit den entsprechenden AnschluBpunk- 
ten auf der flexiblen Tragerfolie verbunden werden. werden die Bond-Drahte und der Halbleiter-Chip OWicher- 
we.se mit einer GuB- bzw. Abdeckmasse versehen. Diese Gufi- oder Abdeckmasse schutzt naturlich nicht nur 
die Bond-Drahte sondern auch den Halbleiter-Chip. Um diese GuBmasse im flussigen bzw. halbflussigen Zu- 
stand gezielt aufbnngen zu konnen, ist es beispielsweise aus der DE-OS 32 35 650 bzw der EP-A-0 107 161 
bekannt. das Tragerelement mit einem dem Halbleiter-Chip samt Bond-Drahten umgebenden ringformigen Be- 
grenzungsrahmen zu versehen. Dieser Begrenzungsring fur die Abdeckmasse besteht Gblicherweise aus 
Glasepoxy oder PVC. d. h. dem gleichen Material aus dem auch der Kartenkorper besteht Es besteht daher 
die Gefahr. daB beim Verpressen der Tragerelemente mit den Chipkartenlaminat Beschldigungen des Halb- 
lerter-Knstalls auftreten. Die Stabilitat dieser Anordnung wird auch dadurch beeintrachtigt, daB der HalWeiter- 
Knstall in einer Ausnehmung in der flexiblen Tragerfolie angeordnet ist. 

Aus der DE-OS 29 42 422 ist es bekannt. den Begrenzungsrahmen fur die VerguB- bzw. Abdeckmasse 
gleichzeiug ais Verstarkungsrahmen fur das Tragerelement auszubilden. Dieser Verstarkungsrahmen ist am 
Rande der Tragerplatte bzw. des Trigerelements angeordnet und dient dazu. die Tragerplatte als Ganzes qe- 
nugend zu versteifen. D. h. die Tragerplatte wird durch den Versteifungsring nur soweit versteift, daB si den- 
noch , die erforderliche Biegsamkeit" aufweisL Erforderliche Biegsamkert heiSt in diesem Zusammenhana 
daB die durch die ISO/DIN-Norm fur die Chip-Karten geforderten Belastungen. insbesondere Biegebelastun- 
gen mchtzu emerZerstorung Oder Funktionsbeeintrachtigung der Chip-Karte fuhren. Da die aus diesem Stand 
der Technik bekannten Versteifungsrahmen am Rande des Trigerelements bzw. der Tragerplatte angeordnet 
sind. .st es unvermeidlich. daB bei derartigen Biegungen die empf indlichen Halbleiterkristalle mechanisch be- 
ansprucht werden. 

au5 1 0 ™*™ 0 *!** a " S ? er EP - A -° 231 937 « von der der A ns P ruc h 1 im Oberbegrif f ausgeht. ein Tragerelement 
aus einem flex.blen Tragersubstrat bekannt. bei dem der Halbleiter-Kristall und die den Halbleiter-Kristall mit 
den Lerterbahnen auf dem flexiblen Tragersubstrat verbindenden Bonddrahte durch einen Versteifungsring aus 
2 Z e lT-. S ' umscn,ossen sind - Die Stabilitat dieser Anordnung wird jedoch dadurch beeintrachtigCdaB 
aer Halblerter-Knstall in einer Ausnehmung in der flexiblen Tragerfolie angeordnet ist 

Aufgabe der vorliegenden Erf indung ist es daher ein Tragerelement fur integrierte Schaltkreise sowie ein 
verfahren zu dessen Herstellung zu schaffen. bei der bzw. bei dem trotz rationeller und kostengunstiger Her- 
stenungdie empf.ndl.chen Bauteile sehrgutgegen mechanische Belastungen geschutztsind. Weiter ist es Auf- 
gabe^ der vorliegend n Erf mdung ine mit einem derartigen Tragerelement versehen Chip-Karte zu schaffen 
Die Losung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale der Anspruche 1 bzw. 11 bzw. 15 
•K. ad -r J ^ h ' da t Visi * ,elhjn 9» rin fl ine wesentlich hohere bzw. grdBer Biegesteif kjkeit aufweist ais das 
flexible Tragersubstrat, d.h. der V rsteifungsring im Vergleich zum Tragersubstrat vollig steif ist konnen Biege- 
una Torswnsbeanspruchungen desTragersubstrats nichtzurBeschadigung des von dem Versteifungsring um- 
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schlossenen Halbleiterkristalls fuhren. Der nur einen Tefl der Flache des Tragerelements inn hmende Ver- 
starkungsring wirkt im Vertxjnd mit dem flexiblen Tragersubstrat bei samtiichen Biege- und Torsionsbeanspru- 
chungen des Tragersubstrats als verwindungssterfe Zell und schutzt dadurch den Halbleiter-Kristall vor me- 

5 chanischen Beanspruchungen. GrundsatzJich sollte der Verstarkungsring den H al W e iter kri stall moglichst eng 
umschlieRen, urn den star re n bzw. steif n Bereich moglichst klein zu halten. Der minimal notwendige Abstand 
zwischen dem Halblerterkristall bzw. zwischen den Halbleiterkristallen und dem Innenrand des Verstarkungs- 
ring es wird durch den fur die elektrische Verbindung des Halbleiterkristalls benotigten Raum bestimmt. 

Die Biegesterf tgkeit eines Korpers wird im wesentlichen durch seine geometrische Form und das Material 

10 bzw. genauer durch den Elastizrtatsmodul des Materials bestimmt. Die ideate Form fur den Verstarkungsring 
ist kreisringfdrmig, da dann die angrerfenden Krafte optimal von dem Verstarkungsring aufgenommen werden. 
Um in jedem Falle eine genugend hohe Biegesterfigkeit des Versterfungsringes zu gewahrleisten. wird bei einer 
bevorzugten Ausfuhrungsfbrm Material mit einem Elastizrtatsmodul von uber 500 N/mm 2 verwendet 

Eine genugend hohe Biegesterfigkeit kann durch die Verwendung von geeigneten Metal I en bzw. Metall- 

15 Legierungen gewahrleistet werden. Daruberhinaus weisen Metatle noch den Vor ten auf, dad sie geg nuber 
den bet der Kartenherstellung auf tretenden Temperaturen und Drucken (ca. 160 bar, ca. 180°C) urtempf indlich 
sind. Insbesondere be halten Metalle bei den frag lichen Drucken und Temperaturen ihre Formstabflitat, so dad 
der Halblerterkristall wahrend der Chip-Karten-Herstellung, d. h. wahrend dem Verpressen der verschiedenen 
Laminatschichten, sehr gut geschutzt ist 

20 Daruberhinaus ist MetaJI fertigungstechnisch ieicht zu handhaben. Ais bevorzugte Material en werden fur 

den Ring die Legierungen CuSn6, 195 HV (HV = Harte nach Vikers) Oder CrNi 17/7. 220 HV verwendet 

Da der Versterfungsring gemafe der vorliegenden Erf indung naturlich nach wie vor auch die Funktion eines 
Begrenzungsrahmens fur die Abdeckmasse erfullt sind damit keinerlei fertigungstechnische Nachteil bzw. 
Mehraufwand verbunden. Wrd der Versterfungsring zusatzlich mit Marken fur opbsche Erkennungssysteme. 

25 z.B. von Handhabungsautomaten und Bondmaschinen. verse hen, wird zum einen die voll automat tsche Posh 
tionierung des Versterfungsringes auf der flexiblen Tragerfolie erleichtert bzw. ermogltcht und zum anderen 
dienen diese Marken bzw. Markierungen auch der Position ierung von voilautomatischen Bond-Maschinen 
bzw. Bond-Automaten. Diese Marken furoptische Erkennungssysteme konnen beispielsweise in Form von in 
das Innere des Rrnges vorspringende Zapfen ausgefuhrt sein. 

30 Das erf indungsgemaBe Tragerelement ist besonders zum Einbau in sogenannte Chip^Karten geeignet 

Das dunne Tragersubstrat iafct sich sehr gut mit dem den Kartenlaminaten verpressen, so da& ein unbeab- 
sichtigtes Herauslosen des Halbleiterkristalls wahrend des Gebrauchs der Karte nahezu ausgeschloss n ist 
Das Tragerelement ist zumindest im Randbereich nach Art eines Sandwich mit den Kartenlaminaten verbun- 
den. Wird die Biegesteif igkeit des Verstarkungsringes so gewahlt, da& sich bei Verbiegung der Chip- Karte - 

35 im Rahmen des OWichen Gebrauchs bzw. im Rahmen der ISO-Norm 7816 - der Verstarkungsring nicht ver- 
biegt, so wirkt das oder die in die Chip-Karte integrierten Tragerelemente weiterhin wie eine verwindungssterfe 
Zelle und schutzen den Halbleiterkristall zuverlassig. Bei der Chip-Karten-Herstellung als auch beim Karten- 
gebrauch auf tretende Druck- und Sc her krafte werden im wesentlichen von dem Versterfungsring aufgenom- 
men und somit vom Halblerter-Chip ferngehalten. 

40 Bei dem erf indungsgemaBen Herstellungsverfahren nach Anspruch 15 wird das Material fur den Verstei- 

fungsring in Form eines ersten Bandes bzw. Flachbandes bereitgestellt Dieses aufgerollte Flachband wird ab- 
gewickelt und mit einer KJebeschicht versehen. so dati ein Kombiband entsteht Die Klebeschicht kann als tra- 
gerloses Klebeband in Standardform durch Aufwalzen auf dem Kombiband erzeugt werden. AJternativ hierzu 
kann die Klebeschicht durch unmrttelbares Aufspruhen auf das erste Band erzeugt werden. Das mit Klebe- 

45 schicht versehene Kombiband wird automatisch einem Stanzwerkzeug zugefuhrt durch das der Versterfungs- 
ring in der gewunschten Form aus dem Metall ausgestanzt wird, jedoch so daa er in dem Band verbleibt. Das 
Kombiband mit dem ausgestanzten Versterfungsring wird mittels eines Handhabungsautomaten uber das 
ebenfalls in Form eines Endlosbandes - zweites Band - automatisch zugefuhrte flexible Tragersubstrat posi- 
tioniert und der Versterfungsring wird mit dem flexiblen Tragersubstrat verpreSt bzw. verkJebt In einem weite- 

50 ren in der Zeichnung nicht naher dargestellten Verfahrensschritt wird das zweite Band mit wenigstens einem 
integrierten Schaltkreis bestuckt, der uber die Anschlufcpunkte elektrisch angeschlossen wird. AnschlieOend 
wird in einem ebenfalls nicht naher dargestellten Verfahrensschritt das Innere des Versteifungsrings mit einer 
Abdeckmaske ausgefullt so daft der Halbleiter-Kristall von der Abdeckmaske schutzend umgeben ist Die so 
entstehenden Tragerelemente liegen nach wie vor in Form eines Bandes vor und konnen somit ohne weiteres 

55 automatisch w iter v era rbertet werden. 

Die einzelnen Verfahrensschritte des erfindungsgemafcen Verfahrens sind im Sekundentakt ausfuhrbar 
und erlauben somit eine kostengunstige F rtigung bei groBen Stuckzahl n. 

Weitere Einzelheit n, Aspekte und Vorteil der vorliegenden Erf indung erg e ben sich aus der nachfolgen- 
den Beschreibung unter Bezugnahme auf di Zeichnungen. 
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Es zeigt 

Fig. 1 Eine Schnittansicht iner bevorzugten Ausfuhrungsform des Tragerelements mil IC 
Fig. 2 eine Aufsicht auf die Ausfuhrungsform nach Fig. 1 ; 

5 Fig. 3 eine schematische Darst Hung einer ersten Variante eines Herstellungsverfahrens fur die Traqer- 
elemente nach Fig. 1; a 

Fig. 4 eine zweite Variante eines Herstellungsverfahrens fur die Tragerelemente nach Fig 1 • 

Fig. 5 e.nen Schnitt durch eine erste Ausfuhrungsform einer Chip-Karte mit dem Tragerelement nach Fio 

1; una y * 

10 Fig. 6 ^ r ^|^ urch eine weitere Ausfuhrungsform einer Chip-Karte mit dem erf indungsgemaBen 

fo. ie ^ a a S .r in rf d l! n9 ^ e,T ^ Ee It 9ere,ement 1 W6iSt ei " f ' exib,eS Tr§ gersubstrat in Form einer flexiblen Trager- 
fohe 2 auf auf der e.n- Oder be.dse.bg nicht dargestellte Leiterbahnen vorgesehen sind. Das Tragersubstrat 2 

« sSL" H y,m,d> faSerV h ere, t rk,em EpOXy (EPG) ° def PolyeSter beStehen - Die ^iterbahnen s'eTn e.2^ 

, ZW ^ Che " Kontaktf,achen 4 "nd AnschluBpunkten 6 her. Uber die AnschluBpunkte 6wW 

mrfte.s aufgebondeten GoWdrahten 3 der elektrische Kontakt zu einem integrierten Scha.tkreis b™ Hatblerte^ 
Ch.p 7 hergeste.lL Uber die Kontaktf lachen 4 wird spater beim GebraudTder fertiggestel.ten CrTto Karte der 
Kontakt zu dem Halbleiter-Chip 7 hergestel.t In dem Tragerelement 1 nach Fig. 1 Hegen dte KonteMflathen 

20 t^VT^V" ' ' eXiblen Tr§9erf0,ie 2 UOd die A^luBpunkte 6 auf Jer anderen Serte d^ f Sen 
20 Tragerfol.e. Auf der Se.te mit den AnschluBpunkten 6 ist auch der Halblerter-Chip bzw. -Kristall 7 auf de^TrT 

di6Ser S6ite d6r f,6Xib,en Tr§9erfo,ie fet auch e * de " Ha.bleiter.Chip b^ nT.Wet 
ir^L ,eaen f r VefS ' eifUn9Srin9 8 befeSti9L ^ Versteifungsnng 8 uberdeckt tedig.ich e n n TeS 

Srt«?n„ 1 o?Jv 9 n ereUbStra,S 2 - °* Vereteiftj "9 sri "9 8 besteht aus der MetaH-Legierung CuSn6 mit eine 
- enmehmerf Eigenschaf ten dfcses Material sindlr na^ge^ 



30 CuSn6 hart federhart doppelf ederhan: 



Zugf estigkeit 1^ 
in N/mm 2 


480-580 


550-650 


min . 630 


0,2 %-Dehngrenze 
Rp 0,2 
in N/ram 2 


min. 450 


min. 510 


min. 600 


Bruchdehnung 
A5 % min. 
A^ q % mjin . 


20 
15 


10 
8 


6 


Vickersharte 


160-190 


180-210 


min. 200 


Brinellh&rte 


150-180 


170-200 


min. 190 


Federbiege- 
grenze R FB 
in N/mm 2 mind. 350 
in N/mm 2 mind. 370 


160-190 


180-210 
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Der Versteifungsring 8 und der Halbleiterkristall 7 sind mittels einer Webeschicht 10 auf der flexiblen Tra- 
gerfolie 2 befestigt Das Innere des Versterfungsringes (8) ist mit einer Abdeckmasse 11 ausgetullt, so da& die 
Halbleiter-Kristalle 7 samt Bonddrahten 3 von der Abdeckmasse 11 schutzend umgeben sind. 

Fig. 2 zeigt das Tragerelement 1 von Fig. 1 von oben. Der Versteifungsring 8 weist eine Dicke von ca. 0,4 
mm auf und kann somrt ohne weiteres in Chip-Karten mit einer Normdicke von 0,76 mm (ISO-Norm) integriert 
werden. Der Versteifungsring 8 ist in seiner Grundform kreisringfdrmig mit inem inneren Durchmesser von 
R1 = 4,5 mm und einem auOeren Durchmesser von R2 = 6,0 mm. Der Versteifungsring 8 weist auf seiner Au- 
Benseite zwei einander gegenuberliegende gerade Bereiche 12 und 13 auf. Die geraden Bereich 12 und 13 
ermoglichen bzw. erleichtern die Orientierung des Versteifungsrings 8 auf der Tragerfolie 2, da sie als Marken 
bzw. Markierungen fur optische Erkennungsysteme von Handhabungsautomaten dienen. Der Aufcendurch- 
messer Da des Versterfungsringes 8 g em esse n an diesen geraden Bereichen 12 und 13 betragt ca. 10,4 mm. 
der Innendurchmesser Di des Versterfungsringes betragt an diesen Stellen 8.4 mm. Auf der Innenserte des Ver- 
sterfungsringes 8, den geraden Bereichen 12 und 13 gegenuberliegend. sind ebenfalls Marken fur optische. 
Erkennungssysteme in Form von rechteckformigen VorsprOngen 14 und 15 vorgesehen. Die Vorsprunge 14 
und 15 dienen in ersterUnie zur Orientierung von vollautomatischen Bond-Maschinen. Zusatzlich erhohen die 
Vorsprunge 14 und 15 auch die Stabilitat des in den geraden Bereichen 12 und 13 schmaleren Versterfungs- 
rings 8. Das Au&enmaft da ist durch die ISO-Norm vorgegeben. Die Tiefe T dieser Vorsprunge betragt dabei 
ca. 0,5 mm und ihre Breite B ca. 1,4 mm. Die Form des Versterfungsringes 8 gemafc Fig. 2 weist zum einen 
eine genugend hohe Biegesterf igkeit auf und zum anderen ist diese Form fur den Einsatz in Chip-Karten nach 
ISO-Norm optrmiert. In dem Versteifungsring 8 gemaG Fig. 2 lassen sich Halbleiter-Chips bis zu iner Grund- 
f lache bis zu 5,7 x 5,7 mm einsetzen. Das Vorsehen von Marken fur optische Erkennungssysteme rlaubt eine 
rationelle Fertigung der Tragerelement mit hohen Stuckzahlen. 

Das erf indungsgemaBe Tragerelement 1 nach Fig. 1 wird vorzugsweise in Bandform hergestellt, d. h. eine 
Mehrzah! von aufeinanderfolgenden Tragerelemente n wird in Form eines Flachbandes bereitgestellt Fig. 3 
dient der Erlauterung einer ersten Variante eines Herstellungsverfahrens fur die Tragerelemente nach Fig. 1. 
Das Material fur den Versteifungsring 8 liegt in Form eines ersten Bandes 16 vor. Ein doppelseitiges Webeband 
18 zur Bildung der Kelbeschicht 10 wird bereitgestellt. Eine Seite des Klebebandes 18 ist mit einer nicht dar- 
gestellten Schutzfolie uberzogen. Beide Bander liegen in Rollenform vor. Die beiden Bander 16 und 18 werden 
abgerollt und einer Pre&vorrichtung 20 zugefuhrt. Die Zusammenfuhrung der beiden Bander erfoigt dabei so, 
daa die Seite des Klebebandes 18, die keine Schutzfolie auf weist durch die Preftvorrichtung 20 mit dem rsten 
Band 16 verklebt wird. Das entstehende Kombi-Band 22 mit der Webeschicht 10 kann entweder unmittelbar 
einer Ringstanze 24 zugefuhrt werden oder wieder aufgerollt und zu einem spateren Zeitpunkt we it r verar- 
beitet werden. Die Ringstanze 24 stanzt aus dem Kombi-Band 22 den Versteifungsring 8 in der gewunschten 
Form aus. Die Ringstanze 24 ist jedoch so ausgebildet, dafi der Versteifungsring 8 in dem Kombi-Band 22-ver- 
bieibt, so daft das Kombi-Band 22 mit dem Versteifungsring 8 weiterverarbeitet werden kann. In inem nach- 
sten Verfahrensschritt wird die in Form eines zweiten Bandes 26 vorliegende flexible Tragerfolie 2 mit dem 
Kombi-Band 22 zusammengefuhrt und die beiden Bander 22 und 26 werden relativ zueinander in einer 
Positionier- und PreSvorrichtung 28 so positioniert, daS der Versteifungsring 8 in der gewunschten Lage uber 
den AnschluSpunkten 6 zu liegen kommt In einem weiteren Verfahrensschritt wird der Versteifungsring 8 aus 
dem Kombi-Band 22 herausgedruckt und in der gewunschten Position mrt den zweiten Band 26 verklebt Dazu 
mu& vorher, vorzugsweise zwischen Ringstanze 24 und dem Zufuhren des zweiten Bandes 26, die noch auf 
dem Kombi-Band 22 bef indliche Schutzfolie entfernt werden (nicht dargestellt). Das verbleibende KombiBand 
22 ohne Versteifungsring 8 kann aufgesammelt werden und die entstandenen Tragerelemente 1 mit VersteK 
fungsring 8 in Form eines Endlosbandes konnen entweder ebenfalls aufgerollt werden oder urtmrttelbar der 
weiteren Verarbeitung, dem Bestucken mit dem Halbleiterkristall 7, zugefuhrt werden. 

Fig. 4 zeigt eine zweite Variante eines Verfahrens zur Herstellung der Tragerelemente nach Rg. 1. In Fig. 
4 sind entsprechende Komponenten mit den gleichen Bezugszeichen versehen wie in Fig. 3. Das in Fig. 4 sche- 
matisch dargestellte Verfahren unterscheidet sich von dem Verfahren gemafi Fig. 3 lediglich dadurch. daB die 
Webeschicht 10 nicht in Form eines doppelseitigen Klebebandes auf das erste Band aufgebracht wvd, sondern 
unmitteibar mittels einer Klebestoff-Spruhvorrichtung 30 auf das erste Band 16 aufgebracht wird. Da die We- 
beschicht 10 dann ohne Schutzfilm vorliegt. wird die Webeschicht 10 erst nach dem Ausstanzen des Verstei- 
fungsnngs 8 in der Ringstanze 24 durchgefuhrt Das mit der Webeschicht 10 versehene Kombi-Band 22 wird 
dann unmittelbar der Prefi- und Positioniervorrichtung 28 zugefuhrt, der ebenfalls die flexible Trag rfolie 2 in 
Form des zweiten Bandes 26 zugefuhrt wird. Die weiteren Verfahrensschritte entsprech n dem Verfahren nach 
Fig. 3. 

Es sei b tont, daR samtlich Verfahrensschritte voilautomatisch ohne jegliche Handarbert durchgefuhrt 
werden. Anstatt das Material fur den Versteifungsring 8. die Tragerfolie, etc. in Bandform zuzufuhren. kann es 
auch mittels bekannter Magazinanordnungen zugefuhrt werden. 
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Die nach dem Verfahren gema& Fig. 3 bzw. 4 hergesteilten Trigerelemente 1 in Form eines Flachbandes 
werden dann ebenfalls vollautomatisch mit inem oder m hreren Halblerter-Kristalle 7 bestuckt und das tnnere 
des Versteifungsrings 8 mit dem Halbleit r-Kristall 7 und Anschlufcdrahten 3 wird dann mit der Abdeckmasse 

5 11 ausgegossen. Wenn die Abdeck masse 11 ausgehdrtet est, wird. sofern notig, uberschussige Abdeckmasse 
abgeschlrffen. Das Bestucken der Tragerfolie bzw. Trig rsubstrate 2 mit den Halbteiterkristallen 7 geschieht 
mittels bekannter Verfahren bzw. mit bekannten vollautomatisch en Bestuckungsvorrichtungen und Bond- 
Maschinen. Auch das AusgieBen des Inneren des Versteifungsrings 8 mit der Gu&- bzw. Abdeckmasse 11 ge- 
schieht in bekannter Weise. Die so entstehenden mit einem oder mehrerenHalbleiter-Schaltkreisen bestuckten 

w Tragerelemente 1 konnen dann separiert und be is pie! s weise in Chip- Kar ten eingebaut werden. In vorteilhaf ter 
Weise erfoigt das Trennen der einzelnen fer tig bestuckten Tragerelemente erst unmittelbar vor bzw. beim Ein- 
bau in die Chip-Karten. 

Das vorstehend beschriebene Tragerelement nach Fig. 1 1st insbesondere fur den Einbau in Chip-Karten 
nach ISO-Norm geeignet und ausgelegt Die erf indungsgema&en Tragerelemente lassen sich naturlich auch 

is in and ere Schaltungen und Vor rich tung einbauen, die mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind. 

Fig. 5 zeigt eine Schnrttansicht einer ersten Ausfuhrungsform einer erf indungsgemaften Chip-Karte 36. 
Die Chip-Karte 36 weist einen Kartenkorper 37 mit einem darin integrierten Tragerelement 1 auf auf dem der 
integrierte Schaltkreis 7 aufgekJebt ist. Das Tragerelement 1 mit HaJblerter-Chip 7 ist in eine entsprechende 
Aussparrung 38 des Kartenkorpers 37 eingebettet Die Oberseite des Versteifungsrings 8 wird von einer Ab- 

20 deckschicht 40, die Teil des Kartenkorpers 37 ist, uberzogen. Die Unterseite des Tragerelements 1 bzw. der 
Tragerfolie 2 f luchtet mit einer Seite der Chip-Karte 36, so da& die Kontaktflachen 4 von dieser Seite der Chip 
Karte 36 zuganglich sind. 

Fig. 6 zeigt schematised eine bevorzugte weitere Ausfuhrungsform einer Chip-Karte 50. Auch die Chip- 
Karte 50 weist einen Kartenkorper 52 auf, in den das erf indungsgema&e Tragerelement 1 mit IC integriert ist. 

25 Der Kartenkorper 52 besteht aus vier Laminatschichten. einer oberen Deck sen icht 54 ( einer Mittelschicht 55, 
einer Ausgleichsschicht 56 und einer unteren Deckschicht 57, die bei der Herstellung der Chip-Karte 50 unter 
Hei&druck zum Kartenkorper 52 verpreBt werden. Die Mittelschicht 55. die Ausgleichsschicht 56 und die untere 
Deckschicht 57 weisen Ausnehmungen auf, die zusammen eine Aussparung 58 bilden, den das Tragerelement 
1 ausfudt Die obere Deckschicht 54 uberdeckt den Verstarkungsring 8. Dann folgt aJs nachste Laminatschicht 

3o die Mittelschicht 55, deren Dicke kleiner als die Hone des Verstarkungsringes 8 ist und eine Ausnehmnung 
auf weist, die dem Querschnitt des Verstarkungsringes 8 entspricht Dann folgt die Ausgleichsschicht 56, deren 
Dicke gleich der Dicke des Tragersubstrats 2 ist. Die Ausgleichsschicht 56 weist eine Ausnehmung auf, die 
der Flache des Tragerelemnts 1 entspricht und die somit groOer ist als die Ausnehmung in der Mittelschicht 
55. Schlie&lich folgt noch die untere Deckschicht 57, die die andere Seite des Tragerelements 1 und damit das 

35 Tragersubstrat 2 abdeckt und nur die Kontaktflachen 4 frei zug§nglicb ia&L Damit wird nicht nur das ganze 
Tragerelement 1 sandwichartig dutch Laminatschichten eingeschlossen, sondern ebenso der nicht von d m 
Verstarkungsring 8 uberdeckte Teil des flexibien Tragersubstrats 2. 

Der Halt des Tragerelements 1 in dem Kartenkorper 52 wird zusfitzJich noch dadurch verbessert, da& der 
nicht von dem Verstarkungsring 8 uberdeckte Teil des Tragersubstrats 2 tiefer in dem fertigen Kartenkorper 

40 52 angeordnet ist. als der von dem Verstarkungsring 8 uberdeckte Teil des Tragersubstrats 2. Damit bildet de 
von dem Versteifungsring 8 uberdeckte Teil des Tragersubstrat 2 eine flache Mulde im nicht von dem Verstei- 
fungsring 8 Oberdeckten Teil des Tragersubstrats 2. Um die Anordnung nach Fig. 6 zu ermoglichen, muB ein 
besonders flexibles Tragersubstrat 2 verwendet werden. Besonders geeignet ist hierfur eine Folie aus Polyimid 
wegen ihrer Temperaturstablitat bis 250°C und ihrer hohen Flexibility Die Dicke der verwendeten Fdien liegt 

45 bei ca. 100 um. 

Zum Zugriff auf den in der Chip-karte eingebetteten HaJWeiterkristall kann anstelle des Zugriff uber Kon- 
taktflachen auch uber Induktionsschleifen zugegriffen werden. Dies hat den Vortei, dafi obere und untere 
Deckschichten keinerlei Ausnehmungen auf weisen mussen, d. h. das Tragerelement ist vollstandig in den Kar- 
tenkorper eingebettet 

50 Es lassen sich auch mehrere Tragerelemente oder ein einzelnes Tragerelement mit mehreren nebenein- 

ander angeordneten Versteifungsring en in eine Chip-Karte einbauen. 



Pat ntanspruch 

55 

1. Tragerelement mit wenigstens einem integrierten Schalt kreis (7) in Form eines HalWeiterkristalls, insbe- 
sondere fur den Einbau in Chip-Karten, mit 

einem flexiWen Tragersubstrat (2), auf dessen Oberf ISchen mehrere Kontaktflachen (4) vorgesehen sind, 
die uber Leiterbahnen mit Anschlu&punkten (6) fur den integrierten Schalt kr is (7) verbunden sind. und 
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einem Versterfungsring (8), der auf dem flexiblen Tragersubstrat (2) befestigt ist riur ein n Teil der Fl§che 
des Tragersubstrats (2) umschlieftt und in dessen Inneren der bzw. die integrierten Schaitkretse (7) an- 
geordnet sind, dadurch qekennzeichnet 
5 daft der Versteifungsring (8) ine innere Teiifiache des Tragersubstrats (2) umschlieftt die von einer pe- 

ripheren Teiifiache umgeben ist und auf der der integrierte Schaltkreis (7) anordenbar ist 
daft zumindest die von dem Verstarkungsring (8) bedeckten und umschlossenen Bereiche des flexiblen 
Tragersubstrats (2) plan sind, und 

daft der Versteifungsring (8) eine wesentifch hohere Biegesteif igkeit auf weist als das flexible Tragersub- 
10 strat (2). so daft sich bei Verbiegung des flexiblen Tragersubstrats der Versteifungsring (8) nicht verbiegt. 

2. Tragerelement nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet dad der Versteifungsring (8) kreisringformtg 

ist. 

15 3 - Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daft das Material. 

aus dem der Versteifungsring (8) besteht einen Elastizitatsmodul auf we ist das grdfter als 500 N/mm 2 ist 

4. Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daft der Verstei- 
fungsring (8) aus Metal! bzw. einer Metall-Legrerung besteht 

20 5. Tragerelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet daft der Versteifungsring (8) aus CuSn6. 195 
HV Oder CrNi 17/7, 220 HV besteht 

6. Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daft der V rstei- 
fungsring (8) mit dem flexiblen Tragersubstrat (2) verklebt ist 

25 

7. Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daft der Verste^ 
fungsring (8) Marken (12, 14) fur optische Erkennungssysteme aufweisL 

8. Tragerelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet daft die Marken (12, 14) zapfenformige Vor- 
30 sprunge (14) umfassen, die in das Innere des Versterfungsrings (8) weisen. : - 

9. Tragerelement nach Anspruch 7 Oder 8, dadurch gekennzeichnet daft die Marken (12, 14) gerade Berei- 
che (12) am auBeren Rand des Versteifungsringes (8) umfassen. ;a 

^ 10. Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daft das flexible 
Tragersubstrat (2) aus Polyimid besteht 

11. Chip-Karte mit wenigstens einem integrierten Schaitkreis, der auf einem Tragerelement angeordnet ist. 
gekennzeichnet durch ein Tragerelement (1) nach etnem der Anspruche 1 bis 10. 

40 12. Chip-Karte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet daft es sich um eine Chip-Karte in ISO-Norm 
handelt 

13. Chip-Karte nach Anspruch 11 Oder 12, dadurch gekenn zeichnet, daft die Biegesteifigkeit des V rstei- 
fungsrings (8) hoher ist als die Biegesteifigkeit herkommlicher Chip-Karten gemaft ISO-Norm 7816, so 

45 daft sich bei Verbiegung der Chip-Karten, wie sie im ublichen Gebrauch auftreten, der Versterfungsring 

(8) nicht verbiegt 

14. Chip-Karte nach einem der Anspruche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet daft der Teil des Tragersub- 
strats (2), der von dem Versterfungsring (8) uberdeckt ist eine Flache Mulde in dem TeO des Tragersub- 

50 strats (2) bildet. das nicht von dem Versterfungsring (8) uberdeckt wird. so daft der Teil des Tragersubstrats 

(2), der nicht von dem Versterfungsring (8) uberdeckt wird, tiefer in der Chip-Karte angeordnet ist 

15. Verfahren zur Herstellung eines Trag ere* erne nts nach einem der Anspruche 1 bis 10 mit den Verfahrens- 
schritten: 

55 a) Berertstellen des Materials fur den Versteifungsring (8) in Form eines ersten Bandes (16); 

b) Bereitstellen des flexiblen Tragersubstrats (2) mit teiterbahnen, KontaktflSchen (4) und Anscrduft- 
punkten (6) fur integrierte Schaltkreise in Form ernes zweiten Bandes (26); 

c) Versehen des ersten Bandes (16) mit einer KlebeschicW (10), so daft ein KombnBand (22) entsteht 

d) Ausstanzen des Versteifungsringes (8) aus dem Kombi-Band (22) derart daft der Versteifungsring 
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(8) in dem Kombi-Band (22) verbleibt; 

e) ZusammerrfOhren des Kombi-Bandes (22) mit dem ausgestanzten Versterfungsnng (8) und dem 
zweiten Band (26) und Positionieren der Versteifungsringe (8) in dem Kombi-Band (22) uber den An- 
s sch |uapunkten(6)furintegrierteSchaltkreiseaufdemzweitenBand(26); 

0 Trennen der Versteifungsringe (8) von dem Kombi-Band (22) und Verkleben der pos,tK>n.erten Ver- 
steifungsringe (8) mit dem zweiten Band (26). 

q\ Bestucken des zweiten Bandes (26) mit wenigstens einem integrierten Schaltkreis (7) und Herstellen 
der elektrischen Verbidnungen zwischen den Anschlu&punkten (6) und dem integrierten Schaltkreis; 
10 und 

h) Ausfullen des Inneren des Versteifungsrings (8) mit einer Abdeckmasse (11 ). 
16. Verfahren nach Anspruch 15. dadurch gekennzeichnet. daB die Verfahrensschritte c) und d) vertauscht 

sind. 

t5 17. Verfahren nach Anspruch 15 Oder 16, dadurch gekennzeichnet. daft im Vefahrensschritt c) ein doppel- 
seitiges Webeband (18) mit dem ersten Band (16) verpreftt wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 15 Oder 16, dadurch gekenn zeichnet, daft im Verfahren sschritt c) die Klebe- 
schicht (10) auf das erste Band aufgespruht wird. 

20 



25 



Claims 
1. 



30 



A carrier element comprising at least one integrated circuit (7) in the form of a semiconductor crystal, more 
particularly for inclusion in chip cards, comprising 

a flexible carrier substrate (2). on the surface of which there are provided a number of contact surfaces 
(4) connected via printed conductors to junction points (6) for the integrated circuit (7). and 
a stiffening ring (8) which is secured on the flexible support substrate (2). encloses only part of the surface 
of the carrier substrate (2), and in the interior of which the or each integrated circuit (7) is disposed, char- 
acterised in that _ . - L . j j 
the stiffening ring (8) encloses an inner partial surface of the carrier substrate (2) which is surrounded 
by a peripheral partial surface and on which the integrated circuit (7) can be disposed, 
in that at least those zones of the flexible carrier substrate (2) which are enclosed and covered by the 
stiffening ring (8) are flat, and / . li . 
35 in that the stiffening ring (8) has a much greater resistance to bending than the flexible carrier substrate 
(2) so that if the flexible carrier substrate is bent the stiffening ring (8) does not bend. 

2. A carrier element according to daim 1, characterised in that the stiffening ring (8) is circular. 

40 3. a carrier element according to any one of the preceding claims, characterised in that the material of which 
the stiffening ring (8) consists has a modulus of elasticity greater than 500 N/mm 2 . 

4. A carrier element according to any one of the preceding claims, characterised in that the stiffening ring 
(8) consists of metal or a metal alloy. 

A carrier element according to daim 4. characterised in that the stiffening ring (8) consists of CuSn6, 195 
HV orCrNi 17/7. 220 HV. 

A carrier element according to any one of the preceding daims, characterised in that the stiffening ring 
(8) is stuck to the flexible carrier substrate (2). 

A carrier element according to any of the preceding daims, characterised in that the stiffening ring (8) 
has markings (12. 14) for optical recognition systems. 

8. A carrier element according to daim 7. characterised in that the markings (12. 14) comprise projections 
55 (14) in the form of pins pointing to the interior of the stiffening ring (8). 

9. A carrier element according to daim 7 or 8. characterised in that the markings (12, 14) comprise straight 
zones (12) at the outer edg of the stiffening ring (8). 



45 
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10. A earner element according to any one of the preceding claims, characterised in that the flexible carrier 
substrate (2) consists of polyimide. 

5 11. A chip card comprising at least one integrated circuit disposed on a carrier lement. characterised by a 
carrier element (1) according to any one of claims 1 to 10. 

1Z A chip card according to claim 11, characterised in that it is an ISO-Standard chip card. 

io 13 ' A chip card accor <*ing to claim 11 or 12, characterised in that the resistance of the stiffening ring (8) to 
bending is greater than the resistance of conventional ISO-Standard 7816 chip cards to bending so that 
if the chip cards bend such as occurs in normal use the stiffening ring (8) does not bend. 

14. A chip card according to any one of claims 11 to 1 3, characterised in that that part of the carrier substrate 
(2) which is covered by the stiffening ring (8) forms a shallow trough in that part of the carrier substrate 
(2) which is not covered by the stiffening ring (8) so that that part of the carrier substrate (2) which is not 
covered by the stiffening ring (8) is disposed more deeply in the chip card. 

15. A process for the production of a carrier element according to any one of claims 1 to 10 comprising the 
following steps: 

20 a) preparing the material for the stiffening ring (8) in the form of a first strip (16); 

b) preparing the flexible carrier substrate (2) with printed conductors, contact surfaces (4) and junction 
points (6) for integrated circuits in the form of a second strip (26); 

c) providing the first strip (16) with an adhesive coating (10) so as to form a combination strip (22); 

d) stamping the stiffening ring (8) out of the combination strip (22) in such manner that the stiffening 
25 ring (8) remains in the combination strip (22); 

e) bringing together the combination strip (22) with the stamped-out stiffening ring (8) and the second 
strip (26) and positioning the stiffening rings (8) in the combination strip (22) above the junction points 
(6) for integrated circuits on the second strip (26); 

f) separating the stiffening rings (8) from the combination strip (22) and sticking the positioned stiffening 
30 rings (8) to the second strip (26); 

g) providing the second strip (26) with at least one integrated circuit (7) and making the electrical con- 
nections between the junction points (6) and the integrated circuit; and 

h) filling the interior of the stiffening ring (8) with a masking compound (11). 



35 16. 



A process according to claim 15, characterised in that the steps c) and d) are changed over. 



17. A process according to claim 15 or 16, characterised in that in step c) a double-sided adhesive strip (18) 
is pressed to the first strip (16). 

40 18. A process according to claim 15 or 16, characterised in that in step c) the adhesive coating (10) is sprayed 
on to the first strip. 



Revendications 

45 

1- Element formant support avec au moins un circuit integr6 (7) sous forme de cristal semkeonducteur. en 
particulier pour le montage de cartes d puce, avec 

un substrat de support (2) flexible, sur la surface duquel plusieurs surfaces de contact (4) sont pr6- 
vues, lesquelles sont reli6es par I'intermediaire de pistes conductrices & des points de raccordement (6) 
50 pour le circuit integrS (7), et 

une frette (8) qui est fixfee sur le substrat de support (2) flexible, qui entoure seuiement une partie 
de la surface du substrat de support (2) et £ I'int6rieur de laqueJIe le ou les circuits int6gr6s (7) sont dis- 
poses, 

caracterise en ce que, 

55 la frette (8) entoure une surface partielle interne du substrat de support (2) qui est envelopp6e 

d'une surface partielle p6riph6rique et sur laquelle le circuit int6gr§ (7) peut 6tre dispose, 

au moins les zones du substrat de support (2) flexible, recouvertes et entour6es par ta frett (8) 
sont planes, et 

la frette (8) pr6sente une rigidite f lexionnelle essentieilemertt plus 61 v6e que le substrat de support 
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(2) flexible, d sortequelafrett (8) nesedeforme pas lorsde la flexion dusubstratd support (2) flexible. 

2. Element formant support selon la rev ndication 1 . caracterise en ce que la frette (8) est en forme de cou- 
ronne circulate. 

3. Element formant support selon une des revendications precedentes, caracterise en ce quele materiau 
dont la frette (8) est constituee, presente un module d'elasticite qui est superieur a 500 N/mm*. 

4. Element formant support selon une des revendications precedentes, caracterise en ce que la frette (8) 
est constitute dun metal, respectivement d'un alliage metallique. 

5. Element formant support selon la revendication 4 , caracterise en ce que la frette (8) se compose de CuSn6 
a HR 195 ou de CrNi 17/7 d HR 220. 

6. Element formant support selon une des revendications precedentes, caracterise en ce que la frette (8) 
est collee au substrat de support (2) flexible. 

7. Element formant support selon une des revendications precedentes. caracterise en ce que la frette (8) 
presente des reperes (12, 14) pour des systemes de reconnaissance optiques. 

8. Element formant support selon la revendication 7. caracterise en ce queles reperes (12. 14) comprennent 
des saillies (14) en forme de tenon qui indtquent I'interieurde la frette (8). 

9. Element formant support selon la revendication 7 ou 8 f caracterise en ce que les reperes (12. 14) 
comprennent des zones rectiignes (12) sur le bord exterieur de la frette (8). 

10. Element formant support selon une des revendications precedentes, caracterise en ce que te substrat de 
support (2) flexible est constitue de polyimides. 

11. Carte k puce avecau moins un circuit integre qui est dispose surun element formant support, caracterisee 
par un element formant support (1) selon les revendications 1 £ 10. 

12. Carte & puce selon la revendication 11 . caracterisee par le fait qu f B s'agit d f une carte £ puce de la norme 
ISO. 

13. Carte £ puce selon la revendication 11 ou 12, caracterisee en ce que la rigidite flexionneite de la frette 
(8) est superieure & la rigidite flexionnelle des cartes & puce conventionnelles selon la norme ISO 7816. 
de sorte que la frette (8) ne se deforme pas lore de la flexion des cartes a puce, survenant dans Tusage 
courant 

14. Carte & puce selon une des revendications 11 a 1 3. caracterisee en ce que la partie du substrat de support 
(2), qui est couverte par la frette (8). forme un evidement plat dans la partie du substrat de support (2) 
qui n'est pas couverte par la frette (8). de sorte que la partie du substrat de support (2) qui nest pas cou- 
verte par la frette (8), est placee plus bas dans la carte & puce. 

15. Procede de fabrication d'un element formant support selon une des revendications 1 £ 10. avec les ope- 
rations de base: 

a) Preparer le materiau pour la frette (8) sous forme d'une premiere bande (16); 

b) Preparer le substrat de support (2) avec pistes conductrices. surfaces de contact (4) et points de 
raccordement (6) pour circuits integres, sous forme d'une deuxieme bande (26); 

c) Munir la premiere bande (16) d'une couche adhesive (10). de facon a former une bande combinee 
(22); 

d) Estamper la frette (8) & partir de la bande ccmbinee (22), de sorte que la frette (8) reste dans la bande 
combinee (22); 

e) Reunir la bande combinee (22) av c la frette (8) estampee et avec la deuxieme bande (26) et posh 
uonner la frette (8) de la band combiner (22) par Tintermediair des points de raccordement (6) pour 
circuits integres, sur la deuxieme bande (26); 

0 Separer la frette (8) de la bande combinee (22) et coller la frette (8) positionnee sur la deuxieme bande 
(26). 

g) Equiper la deuxieme bande (26) avec au moins un circuit integre (7) t fabnquer les liaisons electri- 
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ques ntre les points d raccordement (6) et I circuit int6gr6; et 

h) Remplirrinterieurde la frette (8) avec une masse de recouvrement (11) 

Precede selon !a revindication 15, caracterise en ee que ies operations de base c) et d) sont permutees. 

proc6d6 selon la revendtcation 15 ou 16. caracterise en ce que dans I'operation de base c), une bande 
adhesive (18) a double face est comprimee avec la premiere bande (16). 

Proc£d6 selon la revendication 15 ou 16. caract6ris£ en ce que dans Toperation de base c), la couche 
adhesive (10) est dispersee sur la premiere bande. 
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